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これまでの有機半導体材料の開発では、半導体分子に局在化したキャリアが分子間を伝導する

ホッピング伝導に基づいた分子設計が主に行われてきた。一方で、最近 10 cm2/Vsを超える高移動

度の有機半導体材料が報告されるようになり[1]、ホール効果や移動度の温度依存性の測定から、

分子間に非局在化したキャリアが自由電子的に伝導するバ

ンド伝導が明らかにされている[2]。バンド伝導機構では有効

的な分子軌道の重なりと分子間振動の抑制が移動度の向上

に寄与する。 

本研究では、分子間振動の抑制のための新たな分子設計に

取り組んだ。具体的には、当研究室で開発された硫黄架橋 V

字型パイコアである DNT–V[3]に、分子間の C–H···π 相互作

用が期待できるフェニル基を導入した一連の誘導体に着目

した。特に、デシルフェニル基を置換基に持つ C10Ph–DNT–

VW(Fig. 1)は単結晶薄膜を用いた OFET でキャリア移動度 8 

cm2/Vsを示し、さらに四端子移動度の負の温度依存性から材

料中でのバンド伝導が確かめられた (Fig. 2)。また、単結晶構

造解析から得られた構造に基づき分子動力学計算を行なっ

たところ、分子長軸方向の並進振動振幅がアルキル置換体

C10–DNT–VW と比べて 10%程度減少していることが示され

た。当日は一連の誘導体の合成と置換基が結晶構造、分子間

振動や電荷輸送特性に与える影響について述べる。 
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Fig. 1 Chemical structures of DNT–V 
derivatives. 

Fig. 2 Temperature dependence of mobility 
for C10Ph–DNT–VW in single crystals. 

300280260240

T (K)

10.0

9.5

9.0

8.5

8.0

µ
 (

cm
2  V

-1
 s

-1
)

 µ4T

 T
–1.07

第79回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2018 名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市))19a-145-4 

© 2018年 応用物理学会 11-108 12.4


